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 レーザーシステムに用いられる光学素子

のレーザー損傷閾値は、システム全体の出力

可能エネルギーを決定するため、重要なパラ

メータである。レーザー損傷機構を十分に理

解し、より高いレーザー損傷閾値を有する光

学素子を開発することが求められている。近

年、低温冷却 Yb:YAGレーザー媒質を用いた

次世代高出力レーザーシステムの開発が行

われている。しかしながら、光学素子温度が

レーザー損傷機構に与える影響については

十分な知見が得られていない。 

 前回の報告において、我々は 6種類の誘電

体単層膜のレーザー損傷閾値温度依存性を

100 fs, 2 ps, 200 ps, および 4 nsの 4種類のパ

ルス幅で評価を行った。評価例として SiO2

膜の評価結果を図 1に示す。全ての製膜材料

においてパルス幅が短くなるに従ってレー

ザー損傷閾値の温度依存性は弱くなり、100 

fs パルスにおいて温度依存性は逆転するこ

とが分かった。 

 本研究では、これまでの先行研究で報告さ

れているレーザー損傷機構を考察すること

により、レーザー損傷閾値温度依存性が生じ

る支配的な影響を明らかにした。また、温度

依存性をモデル化し、レーザー損傷閾値の定

量解析を行った。図 2 に SiO2単層膜の 4 ns

パルスに対するレーザー損傷閾値温度依存

性の実験値と定量解析結果を示す。理論値は

実験値に非常に近い値を示した。詳細は講演

にて報告する。 

 

 

図 1 SiO2単層膜のレーザー損傷閾値 

(常温のレーザー損傷閾値で規格化) 

 

図 2 実験値と提案モデルによる計算値 

(SiO2単層膜・4 nsパルス評価) 
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